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Abstract (Aim, Use
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水素化アモルファスカーボン薄膜は半導体製造プロセスのドライエッチング加工に
ハードマスク（保護膜）として主に用いられる。半導体製造プロセスの高度化に伴
い、より高い耐久性が要求されている。薄膜の高耐久化に向け、様々な炭化水素を
用いた製膜が検討されてきたにも関わらず、炭素数が大きく（特に7以上）かつ芳
香族を有する分子が膜特性に与える効果についての知見はほとんど得られていない。
申請者らは複雑な構造を持つ炭化水素材料の水素化アモルファスカーボン薄膜堆積
メカニズムの解明を目的に、異なる炭化水素分子が高耐久化に対する水素化アモル
ファスカーボン薄膜の化学構造に与える効果を調べた。

実験
Experimental

電子状態測定システム AXIS-ULTRAを用いてSi基板上の水素化アモルファスカーボ
ン薄膜の表面元素分析ならびに化学結合状態を測定した。薄膜堆積にはプラズマ化
学気相堆積法を活用し、異なる炭化水素分子を用いて膜に入射するイオンエネルギー
を制御することによりそれぞれの水素化アモルファスカーボン薄膜を作製した。

結果と考察
Results and Discussion

それぞれ異なる炭化水素分子を用いた水素化アモルファスカーボン薄膜において、
同程度の入射イオンエネルギーであればC1sピークは285eV付近に観測され、ほと
んど同じ形状を示した。一方、膜に入射するイオンエネルギーが大きい場合、同材
料同士でもC1sピーク中のsp2結合分率が大きくなる傾向にあった。この結果はラマ
ン分光法による膜構造の解析結果ともよく一致していた。今後は水素化アモルファ
スカーボン薄膜のエッチングレートと化学結合状態の相関を詳細に調べる予定であ
る。
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